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１．はじめに 

LSI デバイス製造においてウェーハ上

の金属汚染は歩留まりを低下させる要因

であるため非常に厳しい制御が求められ

ており、全反射蛍光 X線(TXRF)や気相分解

誘導結合プラズマ質量分析(VPD-ICP-MS)

の検出下限以下でもデバイスに影響を与

える。1)従来の TXRFや VPD-ICP-MSを用い

た評価では検出下限はウェーハ上で 1e7 

atoms/cm2以上 2)であり、さらに極微量の

金属汚染を評価する必要がある。そこで

我々はウェーハ上金属汚染の超高感度分

析技術を開発した。 

２．極微量分析のための取り組み 

極微量金属汚染分析を実現するため、A)

回収液量の少量化、B)ICP-MSへの導入効率

向上、C)S/N 比の大幅な向上、を行った。

A)回収液量の少量化：ウェーハ上のメタル

回収液量を 1/5 に少量化し、回収液中のメ

タル濃度を 5倍に高めた。 

B)ICP-MSへの導入効率向上：ネブライザー

により吸引・噴霧された試料は脱溶媒高感

度化試料導入装置 3)に導入され、溶媒と金

属汚染成分とを分離し、金属汚染成分のみ

を微粒子化する事で ICP-MS への導入効率

を向上させた。 

C)S/N 比の大幅な向上：コリジョン・リア

クションセル(CRC)と 2 段の MS フィルタを

搭載した ICP-MS(Agilent8900)を用いるこ

とで、干渉イオンによるバックグラウンド

を極限まで低減させることが可能となった。

これにより ICP-MS 分析でイオン干渉の影

響を受けやすい K,Ca,Fe,Zn を含む計 26 元

素について、ウェーハ上の金属分析の検出

下限値が 1e5～6e6 atoms/cm2 に到達した。 

この値は弊社既存装置の検出下限値と比較

して約 1/100の汚染量に相当する。(図 1) 

３．まとめ 

ウェーハ上金属成分の回収から測定まで

の過程で極微量分析のための取り組みを行

った。その結果、弊社既存装置で実現でき

なかった極微量金属汚染分析が可能となっ

た。 
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ウェ－ハ上金属汚染分析の検出下限値
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図１ ウェーハ上金属汚染分析の検出下限値 
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